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Ubersetzung , bearb.

Der K 561 RU 2 ist ein statischer RAM in der Organisation 256 x 1 bit in OMOS-Technologie.
Der Scheltkreis wird in einem 16pol:l.§nn Flestgehliuse im 2,5 mm-Raster und mit 7,5 mm Reihen-

ebstand geliefert.
Der Schaltkreis ist flir den Einsatz in verschiedenem EDVA-Systemen, Mikrorechmern und Auto=-
matigierungaeinrichtungen beatimmt,
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Bild 1: AusohluSbelegung und Schaltwngskursseichen



Bezeichoung der Anschliisse:

1 A3 Adresseneingang 9 A S Adresseneingang
2 A2 Adresseneingang 10 A6 Adresseneingang
3 A1 Adressensingang 11 AT Adresseneingang
4 Ugg Bazugspotential 12 DI Informationseingang
5 Upp Betriebsapanoung 13 Do Datenausgang
6 A 0O  Adresseneingang 14 DO Datenausgang, invertiert
7 A4  Adresseneingang 15 WB/RE  Eingangssignal Schreiben/Lesen
8 NC nicht angeschlossen 16 TE Preigabesignal (Chip enable)

Bild 2:

Gehluseabmessungen

Rursbeachreibuaf

= 256 x 1 bt statischer RAM

= (OMOS=Tachnologle

= Betriebsspannungsbereich: 6 vee 12 ¥

= wmtatische Betriebsweise, daher kein Auffrischen der Information
= gerstirungefreies Lesen

- einfache Kapazitltserweiterung durch Speicherfreigabe UB

= pgetrennter Datenein- und -ausgang

= 16poliges DIL-Flastgehluse
= ‘Mvesssnsugritiaseis: tpcy = twoy = 800 ms bei Upp = 8,55 V (K 561 RU 2 A)
$aey = tyoy = 1300 ns bei Up, = 8,55 V (K 561 RU 2 B)

Betriebsart Einglinge Ausglinge

WE/RE E DI DO 50

Pin 15 16 12 13 14
Schaltkreis nicht ausgewihlt | beliebig| 1 beliebig | hochohmig| hochohmig
Lesen o 0 beliebig| Q Q
Schreiben "O" 1 0 0 hochohmig| hochohmig
Schreiben "1™ 1 0 1 hochohmigl hochohmig

Tabelle: Wahrhelitstabelle K 561 RU 2
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Beschreibung

Der K 561 RU 2 ist ein statischer, 256 x 1 bit organisierter RAM in CMOS-Technologie. Br
wird in einem 16poligen DIL-FlastgehBuse geliefert. Der Betriebsspamnungsbereich betriigt

6 +eo 12 V. Der Eingang UFE erlaubt die Auswahl eines bestimmten Speicherschaltkreises bei
der Zusammenschaltung. Bine Erwelterung des Speichers durch Wired-OR-Schaltung wird durch
den tristate-Ausgang (Low, High, hochohmig) ermbglicht.

Das BElockachaltbild (Bild l'i} zeigt den inneren Aufbau des Schaltkreises. Uber die Steuer—
einglinge TE und WE/FE erfolgt durch die Steuereinheit die Aktivierung und die Einstellung
der Betriebsart des Schaltkreises. Uber die Adresseneinglinge A O ... A 7 wird Uber Zeilen-
und Spaltendekoder die ausgwellhlte Speicherzelle der Speichermatrix angewiihlt. Je nach
Betriebsart wird durch die Steuereinheit die Ausgangseinheit oder die Dateneingangseinheit
aktiviert.

Beim K 561 RU 2 sind folgende Betriebazustéinde zu unterscheiden:

Ruhezuatand
Im Ruhezustand (CE = H) ist die Datenein- und -ausgabe gesperrt. Die Ausglinge DO und D0
sind hochohmig, In diesem Zustand hat der Schaltkreis die geringste Stromaufnahme.

Lesan

Beim Lesen (UE = L; WE/RE = L) ist die Information der angewkhlten Speicherszelle nach
Ablauf der Zugriffaszeit tpoy verfiigbar, Die Information wird em DO bzw. invertiert an
D0 ausgegeben.

Schreiben
Beim Schreiben (UE = L; WE/RE = H) wird die Information 1 oder O wom DI in die ausgewlhlte
Speicherzelle eingeschrieben. Dabeil sind die Ausglinge DO und DU hochohmig,
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Bild 3: Blockechaltbild



Srenswerte
Esmnwert Eurg- MeSbedingungen min, BAX, Einheit
seichen _
Betrisbaspannung Upp -0,5 12 ¥
Eingangsspannung Uz =0,2 |Upn + 0,2 ¥
Ausgangsstrom INI.’ 10 mA
Ipon - -
Verlustleistung Popp (Ypp =9 Viil, =85 % 150 u¥
Flankensteilheit der| tygi 1 Jus
Signale o )
lastkapazitit Cy, Upp = 10V; £ = 1 Mls 500 pF
Lagerungstemperstur—| ¥iuo 5 35 %
bereich
Stati
Kennwert Kurg= | MeSbedingungen h:h RU 2 A |K 561 RU 2 B Lu.nmn
Sslchan . max, |min. MAX .
Betrishsepannung Upp . 6 12 é 12 v
Stromaufnahme Iwa Um = 9,45 V3
Vg = 25 % 10 200 [uA
g = =45 % 10° 200 [
P = 8 % 300 1000 f/u
Bingangsreststrom H| I,.. Upp = 2,45 V;
7, = 25 % 0,2 u.g)u
Vg = =45 % 0,2 0,2 pa
-ﬁ'. a 85 % 1 1 /\l‘.
Eingengsreststrom L| Iysy |Upy = 9,45 V;
P = 25 % 0,2 0,2 us
Ve = 45 %C 0,2 0,
'ﬁ" = B % 1 1 1171
Ausgangarestetron I1po Upp = 9,45 V;
Ty = 25 ° 1 1,5 ,uA
T = =45 °c 1 1,5,ua
e = 8 % 15 20 [
Ausgengsstrom L IDOI. Hnn = 8,5% V; 119 = 0,5 V|
‘t a 25 °C 2 2 mi
Ty = 85 % 0,8 0,8 mA
Ausgangsatrom H Inon Upp = 8,55 V; ug =8V
'ﬁ‘ - 25 c ﬂ|5 ﬂ-i mi
I, =85 % 0,3 0,3 mA
Ausgangsspannung L | Upgr | Upp = 9,45 V;
i, =25 % 10 10 | =¥
¥, = 85 % 50 50 | mv
Ausgangespannung H | Upgy |Upp = 9,45 7
i ¥, =25 % 9,35 9,35 v
¥, =8 % 8,95 8,95 v
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Lq,
Kennwert Kurzg- | MeSbedingungen K561 RU 2 A |[E561 EU 2B | Einkel$
selchen min, | max, |min. | max.
Eingangekapasitit | Oy 8 10 pF
Ausgangskapakitiit | C, 16 18 PF
Eisgangespannung L| Uy, -B'. = 25 % 2,7 2,7 Y
f, =8 ° 2,6 2,6 v
B, =45 °c 2,7 2,7 v
Ringangsspenmung H| Upy |45 = 25 °C 6,3 6,3 v
; 5 = 8 ° 6,3 6,3 v
, =45 2 6,4 6,4 v
Dynamische Eennwerte
Kennwert Kurz- | MeBbedingungen K 561 RU 2 A| K 561 RU 2 B| Einheit
selchen min, max. | min. B&X.
(tpay) ¥, =25 % 800 |1300 ns
¥, =85 % 1200 2100 ns
Freigabesugriffs- | €4 Upp = 8,55 Vi
geit J, =25 % 600 1000 ns
g = 85 °C 950 | 1500 | s
Ausschaltzeit des | t4p, o ¥, = 25 % 200 200 ns
Freigebesignals P, =85 % 200 200 ne
Einstellzeit des tm Hlm = 8,55 V3
Preigabesignals #, =25 % 20 100 ns
bazogen auf das b, =85 % 100 100 ns
Adressensignal ’
Chipaktivierungs- | top &‘ =25 % 600 1000
zeit =8 % 950 1500
f.
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Bild 4: Taktdiegramm
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Bild 5; Taektdiegramm im Schreibzyklus
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Alle Zeitintervalle der Eingangssignale sind suf den Pegel 0,5 bezogen.)

Pi14 61 Zeitverhalten der Eingangssignale
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Applikative Hinweise des Herstellers

= Eingangssignale dilrfen nicht anliegen, wenn die Betriebsspannung abgeachaltet 1st.

-~ Die Binglinge des Schaltkreises sind grundsltzlich an definierte Potentiale zu legen.
Deshalbt empfiehlt der Hersteller, die freienm Einglinge mit einer Betriebsspannungsleitung
zu verbinden.

= Beim Messen und bteim Betrieb der Schaltkreise milssen MaSnahmen getroffen werden, die die
MBglichkeit der Ladungsspeicherung suf den Anschliissen der Schaltkreise susschlieBen.

= Beim L¥ten mit einem Litkolben muB die Spitze desselben geerdet sein, Die Temperatur des
Létkolbens darf 265 °C nicht fiberschreiten; die Zeit sur Berilhrung mit jedem Anschluf be-
trigt max. J 8.

= Es wird empfohlen, das Liten am Stromversorgungsanschluf Up, su beginnen. Das Liten der
snderen Anschlilsse ist in jeder beliebigen Reihenfolge sullssig.

- Das Zeitintervall zwischen der Lttungen der benachbarten Anschliisse wuf mindestens 3 s
betragen, das Zeitintervall zwischen wiederholten LStungem an ein und demselben Schalt-
kreis mind, 5 min, Der Abstand vom Gehliuse bis zur Litstelle muf mind. 1mm sein.

~ - Beim industriellen LSten (TauchlSten usw.) darf die Temperatur des Schmelzlotes 265 °C”
nicht ilberschreiten., Die Einwirkszeit dieser Temperatur ist max. 3 s (gleichseitig auf
alle Anschllsse). i

- Die max. Betriebstemperatur des m;wﬂf betriigt 140 °C.

Die Betriebatemperatur des Chips % m-ﬁ bel einer Temperatur des umgebenden Mediums
;xp Und einer Leistungssufnahme P nach folgender Formel bestimat:

Vip " Toup *+ Bp + 2 o)
wobei Ry = 0,1 ¢/ betriigt.

- Die Schaltkreise milssen in beheizten und durchlilfteten Lagerrlumen bei einer Temperatur
von 5 ses 35 °C und einer relativen Luftfeuchte von max. 85 % gelagert werdexn.
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ILiterstur

Fali Mikroschema K 561 RU 2 A, K 561 REU 2 B = technitscheakie wslovia 0.348.45T T0
(Mikroschaltkreis K 561 RU 2 A, K 561 RU 2 B - technische 3édingungen
0.348.457 TB)

f2/ Poluprowodnikowaja integralnaja mikroschema K 561 RU 2, spravotschnye dannys

(Integrierter Halbleiterschaltkreis K 561 RU 2, Datenblatt = Bild T wee 11
entstammen diesem Datenblatt und haben nmar informativen Charakter)
;_y Foluprowodnikowaja integralnaja mikroschema K 561 RU 2 A/K 564 RU 2 B, spravotachuys
5 dannye
(Integrierter Halbleliterschaltkreis K 561 BU 2 A/K 564 RU 2 B, Datenblatt =
Bild 12 ... 26 entstemmen diesem Datenblatt und haben nur informativen Charakter)

4/ Etiketka mikroschemy K 561 RU 2 A, K 561 RU 2 B
(Btikett Schaltkreis X 561 RU 2 A, K 561 RU 2 B)
15/ Integralnye mikroschemy (zifrowye)

Integrated oircuits (digital)
(Integrierte Schaltkreise, digital, Eatalog)

/6/ Integralnye mikroschemy (zifrowye)
(Integrierte Schaltkreise, digital, Katalog)

Yuli Mikroschema serii K 561 = technitscheskie uslovia 0.348.45T TU ot 12.05.1980
(Mikroschaltkreise der Serie K 561 = techmnische Bedingungen 0.348.457 TB vom
12.05.1980)
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